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Abstract (en)
[origin: JPH02121012A] PURPOSE: To execute an operation with the supply voltage of single polarity for reference potential by feeding back
and connecting the output terminal of a band gap circuit in the train terminal of a second field effect transistor to the base terminal of a bipolar
transistor. CONSTITUTION: The output terminal VG1 of the band gap circuit in the drain terminal of the second field effect transistor M2 is fed back
and connected to the base terminals of the bipolar transistors T1 and T2. Band gap voltage UG is taken out with the base terminals of the bipolar
transistors T1 and T2, which are matched with a terminal VG2, as a reference from the drain terminal of the second field effect transistor M2, which
is matched with the output terminal VG1 of the band gap circuit. Thus, the operation can be executed with the voltage of single polarity for reference
potential.

Abstract (de)
Zur Erzeugung einer temperaturunabhängigen Referenzspannung (UR) mit Hilfe einer Schaltungsanordnung in komplementärer MOS-Technik, die
eine nur unipolare Versorgungsspannung (VDD, VSS) besitzt, wird vorgeschlagen, den Ausgang der verwendeten Bandgap-Schaltung (VG1) auf
ihren Bezugspunkt (VG2) rückzukoppeln. Vorzugsweise dient dazu ein Operationsverstärker (OP2). Mit Hilfe einer Anlaufschaltung (IA) läßt sich die
Referenzspannung (UR) als Betriebsspannung der Schaltungsanordnung verwenden, so daß Speisespannungsänderungen wirksam unterdrückt
werden.
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